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Mit den fünf Transistoren in dem Transistor Array CA3046 im SMD Gehäuse und einigen
zusätzlichen passiven Bauteilen  kann man problemlos eine  kleine  Gegentakt-Endstufe
aufbauen. Zur Leistungserhöhung sind je zwei Transistoren (Q2 +Q3, Q4 + Q5) parallel
geschaltet.  Die  üblichen  Emitter  Widerstände  zur  Symetrierung  der  Kollektor  Ströme
fehlen hier, da die Transistoren in dem Array schon von Hause aus nahezu identische
Daten  besitzen.  Der  Fortfall  der  Emitter  Widerstände  wirkt  sich  positiv  auf  den
Wirkungsgrad aus. Der erste Transistor Q1 ist als Diode beschaltetet und übernimmt die
Arbeitspunkteinstellung.  Da  er  sich  im  gleichen  Gehäuse  befindet,  hat  er  eine
hervorragende thermische Kopplung zu den vier Endstufen-Transistoren.

Abbildung 1: Die erste Versuchsschaltung

Das folgende Foto  (  Abbildung 2 )  zeigt  einen „fliegenden“  Aufbau auf  einem kleinen
Platinenstück. Das Array liegt dabei mit seiner Unterseite direkt auf der Platine auf. Für
diese Montageart muss man zuerst alle Pins vorsichtig in der vollen Länge um 90° hoch
biegen. Nun das Array mit etwas Wärmeleitpaste bestreichen, auf die Kupferschicht der
Platine  legen,  alle  Emitter  Pins  nach  unten  biegen  und  fest  löten.  Diese  Befestigung
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bewirkt eine perfekte Masseverbindung und eine optimale Kühlung des Arrays. Wer noch
etwas Gutes tun will, kann zusätzlich einen kleinen Rippenkühlkörper auf das Array setzen
wie in Abbildung 2 gezeigt.

Abbildung 2: Erster Fliegender Aufbau 

Versuche  mit  mehr  Steuerleistung  und  13,8  V  Versorgungsspannung  ergaben  einen
Ausgangsleistung von 2,7 Watt. Der Betrieb mit dieser Leistung ist mit Rücksicht auf die
Zuverlässigkeit  der  Endstufe  nicht  zu  empfehlen.  Die  Transistoren  arbeiten  an  ihrer
Leistungsgrenze. Weiterhin verschlechterte sich die Linearität ab 1,5 W aufgrund der dann
überproportional steigenden Steuerleistung.

In  Abbildung 3 ist der fertige Schaltplan zu sehen, welcher sich aus den Vor-Versuchen
ergeben hat. Da der Verstärker komplett in SMD Technik aufgebaut werden soll, sind die
auftretenden Verlustleistungen zu beachten und Maßnahmen dazu zu treffen.  Bei der im
Betrieb  unvermeidbaren  Temperaturerhöhung  wird  die  Vorspannung  entsprechend
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Abbildung 3: Schaltplan zum HF Vertärker



reduziert  und  damit  sicher  ein  „Weglaufen"  des  Kollektor  Stromes  verhindert.  Der
Ruhestrom durch T2 bis T5 sollte in Summe ca. 25 mA betragen. Er kann, falls notwendig,
durch  einen  von  2,2  kΩ abweichenden  Widerstand  (R1)  auf  diesen  Wert  eingestellt
werden.  Die  Gegentaktschaltung  erzeugt  durch  den  AB-Betrieb  und  dem  breitbandig
abgestimmten Ausgangskreis einen optisch sauberen Sinus auf dem Oszillographen.

Bei 12 V Versorgungsspannung und einer Stromaufnahme von 200 mA liefert die Endstufe
ca. 1,5 Watt Ausgangsleistung bei ca. 10 MHz  an 50 Ohm. (TR1) ist ein SM-T4-2T und
wird von der Firma NEOSID geliefert. Er besteht aus einem kleinen Ferritkern mit 3 x 3
Windungen  (trifilar).  (TR2) ist  ein  SMR6-3W  ebenfalls  von  NEOSID  hergestellt.  Der
Eisenkern ist mit mit 3 x 8 Windungen (trifilar) gewickelt. Für die Drossel (L1) wurde eine
100 µH Drossel in SMD Bauform verwendet.

Es  folgt  noch  die  Stückliste  in  der  noch  keine  Bestellnummern  der  Firma  Reichelt
Elektronikversand aufgeführt sind. Dank dem Transistor Array werden nicht viele Bauteile
benötigt.
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Abbildung 4: Das Platinen Layout des Verstärkers
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Part Value Package Description
C1 1 uF C0603 CAPACITOR, European symbol
L1 100 uH L1812 INDUCTOR, American symbol
R1 2.2 k R0603 RESISTOR, European symbol
SV1 PWR MA03-1 PIN HEADER
T1 CA3046D SO14 General Purpose NPN  Array
TR1 INP SM-T4 TRANSFORMER
TR3 OUT SM-R6 TRANSFORMER
X1 INP BU-SMA-V FEMALE SMA CONNECTOR
X2 OUT BU-SMA-V FEMALE SMA CONNECTOR

Abbildung 5: Die Stückliste aller Bauteile


